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１．概要（Summary） 

近年，トランジスタの微細化の限界を打破する技術の

一つとして，半導体スピントロニクスが期待されている[1]。

その中でも，-FeSi2は 3d電子を持つ Fe を含む半導体

で，強磁性金属からの高効率な偏極電子の注入が期待さ

れる。そこで，鉄シリサイド系材料を用いた横型スピンバ

ルブ素子の開発を目指し，広島大学ナノデバイス・バイオ

融合科学研究所の超高精度電子ビーム描画装置を利用

してレジストパターンを形成した。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

超高精度電子ビーム描画装置 

(エリオニクス社製：ELS-G100) 

【実験方法】 

Si(111)基板上に成膜した-FeSi2 薄膜にネガ型レジス

トを塗布し，超高精度電子ビーム描画装置を用いて露光

を行った。その際，レジストパターンの消失を防ぐために，

ドーズ量の最適化を行った。次に現像を行い、レジストパ

ターンを形成した。その後，Fe 薄膜を成膜し，リフトオフを

行った。Fe 薄膜間のギャップは走査型電子顕微鏡

(SEM)で観察を行った。-FeSi2及び Fe 薄膜はスパッタ

法によって成膜した。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

作製された横型スピンバルブ素子における Fe 薄膜間

に形成されたギャップの SEM像を Fig. 1に示す。シャー

プなエッジを有するギャップが形成されていることがわか

る。ギャップ長はほぼ設計した値であった。 
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Fig. 1. SEM image of gap area. 
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